













を目的として平成 10年 4月に設立されました。 センター活動の場として、
平成 12年 2月に本館、平成 13年 11月に未来情報産業研究館、平成 14年







































②先端電子部品用配線材料，および配線形成法の開発研究(小池教授)・ ・・・・・・ 33 
③革新的材料型生産技術共同研究(厨川|教授)・・. . . . . . . . . . . . . . . 5 9 
④全層梁降伏型メカニズムを形成する柱脚支持機構の開発(木村教授)・ ・・・・・ 79 









8 未来科学技術共同研究センター研究プロジェク ト評価委員会内規 ・
9 未来科学技術共同研究センター研究プロジェク ト評価要項 ・






























































































































































































































































































































































1 .民間企業への技術移転進 I (優れている点)










































発表論文 34編、著書 1件、 学会等での発表回数(国際学会









































































































































であり 、その基本構想を形づくる技術開発に成功 している。既に市民向け情報は発信サイ ト






















水に関 し、 社会を支えていく ことは今後とも変わらないと考えるが、本フ。ロジェク卜で提案
する疫学的見地からの感染症リスク管理を行 う 「水監視、ンステム」が社会実装されるならば、
下水道の機能と価値をさらに高めるものと確信する。これこそ衛生管理を目的として整備が




























(平成 23年 10月より平成 29年 3月)
-環境研究総合推進費「水系感染微生物による水環境汚染への指標微生物管理の有効性と消毒技術の検討」
(平成25年 10月より平成 29年 3月)
・国土交通省応用研究「流入下水中の病原ウイルス観測による総合的感染症流行防止対策の確立」
(平成 29年 10月より平成 31年 3月)
【目標②を達成するための研究課題および方法】
.JS下JICAの地球規模課題対応国際科学技術協力「エネルギー最小消費型の下水処理技術の開発」
(平成 24年 10月より平成 29年 3月)
.JSTの先導的創造科学技術開発費補助金「乾燥地域における濯澗再利用のための革新的下水処理技術開
発の国際研究拠点形成J(平成 24年 10月より平成 29年3月)
・国土交通省 B・DASH[DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究]
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表11こ下水および処理水質の一覧を示す。下水組成は、 BOD/CODCr比が 0.3程度と低く、また SSが高い
特徴を有している。UASB*通過後の有機物濃度は高く、 BODで98:t32mg/しであり、 DHSの許容 BOD濃度
60 mg/Lを遥かに上回った排水が連続的に DHSに流入した。UASBでの除去率は、 SSが 68%と高いのに対
し、有機物(CODCr、BOD)は40%未満であった。見かけ上の SS除去率は高いが、実際には UASB内に SS
がトラップ・蓄積したのみで、分解は進行していないと推察される。DHSにおいては、 5MLD (HRT 1.44時間)
において BODが 34:t13 mg/しとなり、プロジェクト目標の達成には至らなかった。これは、前にも述べたが流
入下水の水質が悪く、また UASB余剰汚泥の適切な排出操作が行われていないことや、 UASB底部への流入
管が適切に接続されていないなど、現地処理場の管理体制が悪いため、 UASBの低い処理性能の影響を受け
たことを原因とする。一方、3MLD(HRT 2.4時間)では、処理水質は向上し BODで22:t1 0 mg/Lと目標を達





5 MLD 3 MLD 2 MLD 
Temp. [OC] 27 (5) 26 (5) 26 (5) 25 (4) 24 (1) 
CODCr [mg/L] 511 (162) 316 (72) 138 (50) 108 (39) 116 (13) 
BOD [mg/L] 165 (59) 98 (32) 34 (13) 22 (10) 23 (3) 
SS [mg/L] 338 (205) 97 (40) 47 (22) 46 (21) 40 (9) 
NH4+-N [mg/L] 35(7) 38 (6) 28 (8) ~ 26 (3) 
除去率 UASB 
UASB + DHS 
5 MLD 3 MLD 2 MLD 
CODCr [%] 37 (12) 66 (15) 80 (7) 80 (5) 
BOD [%] 39 (15) 77 (13) 87 (7) 86 (4) 
SS [%] 68 (14) 84 (7) 86 (7) 88 (5) 
NH4+-N ~ 27 (15) 43 (28) ~ 
( )標準偏差















トがエジプト科学技術社会に対してまさに“Seeingis Believing" Principleの効果を発揮して、東北大学、 E-
JUST、ASRT(Academy of Science Research and Technology政府機関)、 AOI(Arab Organization for 
Industrialization民間工業連盟)の四者間で DHS技術の技術移転と社会実装を積極的に推進するための





































10-2 10-1 100 101 102 103 104 
Maximum tolerable concentration of 
NoV GII in DHS effluent (copies / ml) 
図4_ 処理水中の NoVGl1濃度と DALY
その後、サブテーマ2で開発してきた DHSシステムは、国土交通省が実施した下水道革新的技術実証事業
(B-DASHプロジェクト)において採択され(プロジェクト名fDHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術
























































バルセロナ大学(2015年 5月 27日)およびシンガポール国立大学(2015年 12月 17日)で国際ワークショッ
プを開催し、バルセロナ大学の Prof.Joan Jofre、Prof.Albert Bosch、Prof.Rosa Pintoおよびシンガポール国
立大学の Dr.Jiangyong Huらと学術交流を深めた。また、 2016年 9月 12日には東北大学で国際ワークショッ
プを開催し、 Prof.Jofre、Prof.Bosch、Prof.Pinto、アメリカ疾病管理予防センターの Dr.Jan Vi町e、およびフラン

















26年度 27年度 28年度 29年度 30年 6 30年度
① 開発研究成果が特許権又はその他 0件 0件 0件
の知的財産権(受ける権利を含む)の




② ①以外の形での民間企業への技術移 0件 0件 0件
転件数 (向上 ) ( 0件) (0件) (0件)
③ 上記の①文は②の中で「新産業分野μ 0件 0件 0件
創出」に結びついたもの又は期待できる



























1. PU J、MiuraT、KazamaS、KontaY、AzrainiN.D.、ItoE、ItoH、 Omura、丁、 WatanabeT. 
Weekly variations in norovirus genogroup 1 genotypes川 Japaneseoysters. International Journal of 
Food Microbiology、2018、284、48・55.
2. Kazama S、Miura丁、 MasagoY、KontaY、TohmaK、Manaka丁、LiuX、NakayamaD、Tanno
丁、 SaitoM、 OshitaniH、OmuraT. 
-27-
Environmental surveillance of norovirus genogroups 1 and 1 for sensitive detection of epidemic 
variants. Applied and Environmental Microbiology、2017、83(9)、e03406・16.
3. Kazama S、MasagoY、TohmaK、SoumaN、Imagawa丁、 SuzukiA、LiuX、SaitoM、Oshitani
H、OmuraT. Temporal dynamics of norovirus determined through monitoring of municipal wastewater 




論文集 GC環境)、 2016、vol.72、1285-111 294 
5.風間しのぶ、真砂佳史、沼津聡、大村達夫下水中のポリ A鎖を有する 1本鎖C+)RNAウイルスの選択






6. Namita Mahaりan， Naoki Nomoto、 TadashiTagawa、 TsutomuOkubo、 ShigekiUemura、 Nadeem
Khali、 MasashiHatamoto、 TakashiYamaguchi、 HidekiHarada. Assessment of UASB-DHS 
Technology for Sewage Treatment: A Comparative Study from a Sustainability Perspective 、
Environmental Techno/ogy、 2018、 pp.1-8 
7. Naoki Nomoto、 MasashiHatamoto、 MuntjeerAli、 KomalJayaswal、 AkinoriIguchi、 Tsutomu
Okubo、 MasanobuTakahashi、 KengoKubota、 TadashiTagawa、 ShigekiUmura、 Takashi
Yamaguchi、 HidekiHarada. Characteristics of sludge propeパiesfor sewage treatment in a practica卜
scale down-flow hanging sponge reactor: Oxygen consumption and removal of organic matter 、
ammonium、 andsulfur. Water $cience and 7忌chno/ogy、 2018、 VoI.77(3)、 pp.608・61
8. Okubo 丁、 KubotaK、Yamaguchi丁、 UemuraS、HaradaH. Development of a new non-aeration-
based sewage treatment technology: Performance evaluation of a full-scale down-flow hanging sponge 
reactor employing third-generation sponge carriers. Water Research、2016、Vol.102、138・146.
9.0kubo 丁、 Onodera丁、 UemuraS、Yamaguchi丁、 OhashiA、HaradaH. On-site evaluation of the 
performance of a full-scale down-flow hanging sponge reactor as a post-treatment process of an up-
flow anaerobic sludge blanket reactor for treating sewage in India. Bioresource Technology、 2015、
Vol. 194、 156-164.
【成果との関連】






Harada， H. 2014. Application of UASB technology for sewage treatment with a novel post treatment process， 
Chaper 5，91-109， "Environmental Anaerobic Technology， Applications and New Developments" (ed. Herbeパ

















26年度 27年度 28年度 29年度 30年 6月
民間からの 件数 0件 0件 0件 0件 0件
資金 金額(百万円) 0百万円 0百万円 0百万円 0百万円 0百万円
固からの 件数 4件 4件 4件 2件 1件
資金 金額(百万円) 132百万円 131百万円 103百万円 36百万円 30百万円
(2)主要な獲得プロジェクト・共同研究等
1. JSTの CRESTプロジェクト「迅速・高精度・網羅的な病原微生物検出による水監視システムの開発J(平成
23年 10月より平成 29年 3月)、155百万円
2.環境研究総合推進費「水系感染微生物による水環境汚染への指標微生物管理の有効性と消毒技術の検
討J(平成 25年 10月より平成 29年 3月)、51百万円
3.国土交通省応用研究「流入下水中の病原ウイルス観測による総合的感染症流行防止対策の確立J(平
成 29年 10月より平成 31年 3月)、 60百万円
4. JST-JICAの地球規模課題対応国際科学技術協力「エネルギー最小消費型の下水処理技術の開発J(平
成 24年 10月より平成 29年 3月)、 76百万円
5. JSTの先導的創造科学技術開発費補助金「乾燥地域における濯澗再利用のための革新的下水処理技術
開発の国際研究拠点形成J(平成 24年 10月より平成 29年3月)、 153百万円
6.国土交通省 B-DASH[DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究]





































































































































































































































































































【第二期 29 年度~30 年度】
7nmノー ド以降のデ、パイスにおいて、 微細l化による多用配線の抵抗上昇を抑制することと、コ
ンタク ト抵抗を低減するための③新鋭拡散バリ ア用、④配線材料、⑤コンタク ト材料を開発す
る。





④ 配線材料 Cu配線は Cu巾のrl山屯ヂの平均自由行程が長い (39nm)ため、パノレク抵抗が
低くても線1]iiの縮小に伴う抵抗上昇が顕蒋である。このため、 5nmノード以降において Cuより
低抵抗となる新規配線材料を開発する。
⑤ コンタクト材料 FinFETおよびそれに続く 3次元 トランジスタ構造において、現状の










も採川には至っていない。よって Agと同等の変換効率を得ることができる Cuペーストと 、そ
の焼成工程を開発する。
【第二期 29 年度~30 年度】



























低くても線幅の縮小に伴う抵抗 ヒ叫が顕著である。このため、 5nmノード以降において Cuよ
り低低抗となる新規配線材料を開発する。
@ コンタクト材料 FinFETおよびそれに続く 3次元トランジスタ構造において、現状の
W/TiN/Tiコンタクト構造では接触抵抗が布いだけでなく、シリサイドの過剰成長によるゲ


















































TSMC M. H. John Lee (パターンウエハ一作製)
Motech lndustries Kirin Wang， Chi一ChunLi (半完成品太陽電池セルの作製、評価)








μl家特任教授 ~J工業化渉外担当 Air Liquide 




工学研究科須藤J也教J受 ソフロー配線形成 I Yezdi Dordi， Technical director 
工学研究科 安藤助教組織 ・組成分析 | スケールアツア。フ。ロセス開発
TSMC 














11家特任教絞 事業化渉外Hi当 産総研福島再生可能エネノレギー研究所 Motech lndustries 
白滞特任教授 太陽'r():1也技術指導 Chi'Chun Li， Director 















同研究先である TSMCは世界 No.1の半導体ファワンドリーであり 、近年はファウン ドリーの殻
を抜け出て、最先端技術の開発に注力している。また、LamResearchは積極的な M&Aを展開し
て市場内有率を拡大すると ともに、新たな材料技術をいち早く 実用化する ことで、市場をソー ド















た。さらに 2013年 2月の PVEXPOで技術紹介を行ったところ、 500名以上の庁々と名刺交換を






















2.5MV/cm、30分の 8TS(バイアス電圧)付加をかけた後に MOS構造のフラットバン ドシフトを
測定した結果である。バリア層厚さが 1nm以上であればシフト量はゼロであり 、これまでで最
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図 2(a) 3層配線断面 TEM
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Line width (nm) 
抵抗率の線幅依存性
⑥コンタクト材料 Co-Ti合金を n-SiとCoコンタクトプラグの界面に形成し、適切な熱処理を
することで、 接触抵抗率が1.3xl0-9 n cm 2、ショ ットキーバリア高さ (SBH) が O.3eVという画
期的に低い値を得ることができた (図 6)。原因は高温高圧で現れる C02Si3がエピ形成されたこ
とであると推察してお り(図 7)、継続して確認中である。実用化に向けては、CMOSを想定して
p-Siに対する接触抵抗を調査する必要があることと 、スパッタ法ではなく、 ALDや CVD法を用
いた成膜法の確立が必要である。(US，KR， TW特許出願済)
-・Co/nふ i、 た10.' i Co/CoTi.(3nl1)/n-Si '-db‘・" -・Co/CoTi.(2nl1)/n-Si z ー・，. 、-hz z o 
10.







as deo 200 
Temp. ("C) 
図 6 接触抵抗率の熱処理温度依存性 図 7 界面組織
(II)太陽電池用配線材料:
レーザー照射条件を最適化した結果、局所溶融した SiがSiN膜を破って球状の突起物を形成
した(図 8)。この状態での接触抵抗は Agベース トを用いた太陽電池セノレと同等で、あった。セル











24年度 25年度 26年度 27年度
① 修士号取得者(うち本





4人 2人 2人 1人
学)
(うち社会人)
(1人) (2人) (1人) (1人)
(2)研究員等受入れ数
24年度 25年度 26年度 27年度
① 民間等共同研究員 6人 6人 6人 8人
② 受託研究員 0人 0人 0人 0人
③ ポスドク 0人 0人 0人 0人
④ 修士課程・博士課程 0人 0人 1人 0人













24年度 :Air Liquide Laboratorles (本社フランス)と NDAを締結し、太陽電池用銅ペ
ーストに関する技術協力ならびに情報収集を依頼しており 、現在も継続中。また、Lam
Researchとの共同研究で必要と なる化学気相成長の前駆体原料の提供を受けている。
25年度 :ASM International (本社オランダ)と 、半導体集積回路用の配線形成技術に
関する共同研究契約を締結し、27年度まで継続。












Insti tute， USA) と共同研究を実施し、 Appl.Phys. Lett.に共著論文を投稿。
《開発研究の進捗状況に関するコメント》
2013年に起業した株式会社マテリアノレ・コンセプトが、 2018年 6月に ]X金属から 5億円の















図 10 オープンイノベーション機構 ヒアリング資料抜粋
-49-
トランジス~
































1件 9件 0件 0件 0件 10件 0件
間企業へ技術移転された件
数 (うち東北7県沈1) 内の
( 1件) ( 9件) (件) (件) (件) ( 10件) (件)
民間企業への技術移転件
数)
②①以外の形での民間企業へ 0件 0件 0件 1件 2件 0件 0件
の技術移転件数(向上 ) ( 0件) ( 0件) (件) (件) (件) (件) (件)
③ 上記の①又は②の中で「新産
業分野注2)創出Jに結びつい
1件 9件 0件 1件 2件 0件 0件
たもの又は期待できるものと
( 1件)
思われる件数 (向 上 )












24年度 目立電線株式会社 ディスプレイ用 Cu-Mn合金スパッタリングタ
ーゲ、ツトの作製と利用法に関する技術指導
②商品化に至らないまでも商品化が検討されたもの
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
① 件数
(うち東北7県注 1)内の民間企業に関
0件 2件 1件 1件 0件 0 件 0件
( 0件) ( 0件) ( 1件) ( 1件) ( 0件) ( 0件) ( 0件)
係する件数)
② 上記の①の中で「新産業分野創





24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
度 度 度 度 度 度 度
① 発明件数 5件 2 i牛 1件 0件 0件 1件 1件
② 特許権出願件数 5件 8件 11件 10件 3件 3件 0件
特許権出願件数のうち圏内 5件 3件 7件 3件 1件 0件 1件








出願番号 発明者 出願人 出原買日 登録日 国名 出願日 登録日
PCT 
US 15/825，833 小池淳一、 東北大学 US， 2017.11.29 
Reza TW. 2018.3.9 
Arghavani KR 2018.3.28 
2012-282065 小池淳一、 東北大学 2012.12.26 2014.8.2 us 2014.11.8 2018.4.10 
ホアン・ EP 2014.11.8 
チ・ハイ TW 2013.5.17 2017.7.11 
CN 2014.1.17 2017.8.25 
広
d
2013-265871 1小池淳一、 東北大学 2013.12.1 2015.3.12. us …十許査定
須蕗祐司、 4 EP 2016.6.21 特許査定
安藤大輔、 TW 2014.12.22 













24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
①論文・著書数※ 12件 10件 10 件 10件 18件 8件 5件
②論文・著書の引用数
(プログェヲトリーゲーが必要と判断し 447件 469件 5471牛 460 i牛 491 1:牛 4721:牛 411件
た場合にのみ記載)
<研究論文>
発表した論文は、総数 73編であるが、その代表的なもの( 3 編)は以下のとおりである。
1. Co and CoTix for contact plug and barrier layer in integrated circuits 
Hosseini， M.， Ando， D.， Sutou， Y.， Koike， J. 
Microelectronic Engineering， 189， pp. 78-84 (2018) 
Continuous transistor scaling in integrated circuits brings about a signiticant incr巴aseof electrical 
resistance in the source/drain area. To alleviate the problem， this paper proposes Co/CoTix to replace 
conventional contact plug/barrier materials of W/TiN/Ti. Co and CoTix amorphous alloy layers were 
deposited on Si02/p-Si. The 3 nm-thick amorphous CoTixlayer promoted adhesion between Co and 
Si02. The resistivity ofthe 150 nm-thick Co tilm on CoTixshowed low tiJm resistivity close to bulk Co 
value both in as-deposited and annealed conditions. The amorphous structure of the CoTixlayer was 
maintained throughout annealing up to 500 oC. Capacitance-voltage measurement ofCo/CoTix/Si02/p-
Si samples showed a good diffusion barrier property of the CoTixlayer between Co and Si02after 
thermal stress as wel as bias thermal stress. The obtained results indicated that Co/CoTixcan be good 
candidate l1aterials for contact plug and diffusion banier in advanced integrated circuits. 
-52-
2. Mate1'ial Innovation fo1' MOL， BEOL and 3D Integ1'ation 
J. Koike， M. Hosseini， H. T. Hai， D. Ando， and Y. Sutou 
Technical Digest -International Elect1'on Devices Meeting， IEDM， pp. 32.3.1・32.3.4(2017) 
This pape1' p1'esents new mate1'ials and p1'ocesses fo1' advanced technology node of Si 
semiconducto1' devices. Fo1' MOL， Co contact plug and amo1'phous Co-Ti ba1'1'ie1' showed a 
good adhesion， limited g1'owth of Co silicide， and a low contact 1'esistivity of the o1'der of 
10・9Qcm2 on both n+ and p+ Si. Fo1' BEOL， a CVD-MnOx laye1' could be fo1'med 
confo1'mally in high-aspect 1'atio contact holes. The ALD-MnOx laye1' of 1.2 nm thick 
showed a good diffusion ba1'rier p1'ope1'ty at 400 oC. Fo1' 3D integration， TSV of 10 11m 
diamete1' and 80 11m depth could be filed with low 1'esistivity sintered Cu paste without 
voids. 
3. Amo1'phous CoTix as a line1'/diffusion bar1'ie1' mate1'ial fo1' advanced coppe1' metallization 
Hosseini， M.， Koike， J.
Journal of Alloys and Compounds， 721， pp. 134-142 (2017) 
This pape1' 1'epo1'ts the possibility of using an amo1'phous Co-Ti alloy as a single-layer 
linerlba1'1'ie1' mate1'ial fo1' multilaye1' Cu inte1'connects in advanced silicon devices. 
Theoretical and expe1'imental results both showed a stable composition range of an 
amo1'phous phase at 1'oom tempe1'ature to be Co・18to 83 at% Ti. Line1'lbar1'ie1' property 
was investigated using sputte1'ed films of Cu (150 nm)/CoTix(3 nm) on the1'mal Si02/p-Si 
subst1'ates， whe1'e x = 25土 3at%Ti. The CoTixlaye1' was found to enhance adhesion 
between Cu and Si02. The CoTixlaye1' stayed amorphous afte1' annealing at 400 oC， and 
sta1'ted to crystalize at 500 oC. The c1'ystallization accompanied the dissociation of Co百九
leading to the fo1'mation of Ti oxide and Cu-Co solid solution. Capacitance-voltage 
measurement of the samples showed no inte1'diffusion of Cu ions into Si02afte1' annealing 
at 600 oC and afte1' bias tempe1'atu1'e annealing at 250 oC at 3 MV/cm. The results 
indicated that the CoTixaloy would be a good candidate fo1' a single-laye1' line1'lba1'1'ie1' 
mate1'ial to 1'eplace a double-laye1' Ta/TaN. 
(2)学会等発表の状況<招待講演>
①国際学会等総数 7 件(*主なものの記入は5件以内)
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 場所(園、都市) 期日
Junichi New Contact Metallization Scheme IEEE Electron Devices Kobe， Japan 2018.3.13-
Koike for FinFET and Beyond Technology and 16 
Manufacturing 
Conference (EDTM) 
Junichi Co alloy for Middle of Line for FinFET Semicon China， China Shanghai， 2018.3.14・
Koike of sub-7 nm Semiconductor China 16 
Technology Conference 
Junichi Cu paste metallization for stress- IRSP2018 Singapore 2018.1.30-
Koike critical device applications 2.1 
Junichi Material Innovation for MOL， BEOL， IEDM2017 San Francisco， 2017.12.2-
Koike and 3D Integration USA 6 
Junichi Co-Ti alloy for a barrier and contact Advanced Metallization Austin-USA 2017.9.13-
Koike material in advanced MOL Conference (AMC) 14 
②圏内学会等総数 3件
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 期日
小池淳一 サブ 10nmのFinFETにおける低コンタク 電子情報通信学会・シリコン 2018年 2月 18日
卜抵抗実現に向けたコ)1.)しト合金の特性 材料・デバイス研究会
(SDM) 
小池淳一 いまさら間けない BEOLjMOLにおけるパリ ADMETA2017 2017年 10月 18日
ア材料の選び方




期 日 受賞者名 主催者 ・賞名 理 由
2018 小池淳一 公益財団法人本多記念会 ・第 15回 材料に関する顕著な発明を
本多フロンティア賞 した研究者
2018 小池淳一 日本金属学会 ・増本量賞 機能性材料に関する重要な
基礎研究を行った研究者








2013 小池淳一 文部科学大臣表彰科学技術賞 半導体配線分野において優
れた業績をあげた
(2)新聞報道等の名称及び内容総数 2 件
1 平成 24年 4月 11日日刊工業新聞 「液晶タッチパネル配線材銅マンガン合金活用J

















24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
件数 4i牛 4件 2件 3件 3件 2件 2件
民間から
金額 (百万 10.8百 1.4百万 4.8百万 6.5百万 11.9百 13.6百 12.6百
の資金
円) 万円 円 円 円 万円 万円 万円
件数 4件 4件 1件 2件 4件 2件 1件
国からの
金額 (百万 68.3百 61.3百 32.9百 32.2百 43.3百 25.4百 12.7百
資金
円) 万円 万円 万円 万円 万円 万円
(2)主要な獲得プロジェクト・共同研究等
上記表の平成 26年度以降の期間内における主要獲得プロジェク トと して次のものがある。
先端 LSI用配線材料









































































































































































































(各種研究員の受入れ・ 企業 1社との共同研究であり多様な研究者体制を組むこと [















総括 1 I (優れている点)

































































































































































































































































































25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
①修士号取得者(うち本学) 2人 5人 5人 8人 4人
(うち社会人) (0人) (0人) (0人) (0人) (0人)
②博士号取得者(うち本学) 0人 0人 0人 0人 2人
(うち社会人) (0人) (0人) (0人) (0人) (1人)
(2)研究員等受入れ数
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
① 民間等共同研究員 5人 4人 4人 0人 0人











③ ポスドク I 1人 0人 0人 0人
④修士課程・博士課程 I 2人 4人 8人 1人 1人










(1)特許権の出願・登録状 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年 6月
i兄
① 発明件数 0件 0件 4件 2件 0件 0件
② 特許権出願件数 0件 0件 4件 2件 0件 0件
特許権出願件数のうち圏内 0件 0件 4件 2件 0件 0件
特許権出願件数のうち圏外 0件 0件 件 1件 0件 0件











出願番号 発明者 出願人 出願日 登録日 国名 出願日 登録日
PCT 
特願 2015-198384 正:)橋英志(東北
市総英，志(東北 2015年 特 願 ，uj橋英志 ，ui総英志
大学)、横山俊 大学)、繊山俊 UJR不明) 2015- (京北大 (東北大
(東北大学)、 (東北大学)、 198384 学)、横山 学)、被山
回路和幸(東北 回路和幸(東北 俊(東北大 俊(東北
大学)、甲斐降 大学)、甲斐後 学)、悶路 大う主)、回






























































































“Effect of organic hydrophobic groups on the pore structure and thermal properties of waterglass based 
silica xerogels"， K. Oikawa， K. Toyota， S.Sakatani， Y. Hayashi， T. Takizawa， IJournal ofthe Ceramic Society 
of Japan， 125(12)，(2017) 906・9121
Hydrophobic silica xerogels containing trimethylsilyl (TMS) and dimethylsilyl (DMS) organic hydrophobic 
functional grひupswere synthesized using waterglass as the starting mat疋rial.Five types of hydrophobic silica 
xerogels with varying surface covera只esof the TMS and DMS groups wel巴 synthesizedby changing the 
-72ー
molecular structure of si loxane， which was used to introduce the hydrophobic moieties into the hydrogel and to 
investigate the resultant surface structures and thermal characteristics. The results revealed that the relative area 
of silica xerogels was smaller with a higher coverage of DMS groups. In addition， the therl1al decomposition 
tel1perature of the silyl group shifted to higher temperatures， and the weight reduction during heating was also 
relatively 1 il1ited in the above samples. 
“Synthesis of Lead-Free Solder Particles Using High-Speed Centrifugal AtomizationヘAkioFurusawa， 
Shinnosuke Akiyama， Kazuki Sakai， Yamato Hayashi and Hirotsugu Takizawa [Materials Transactions， 
58(10)， (2017)， 1458・1462]
We investigated the relationships between the centrifugal force and the disc size and rotation speed during the 
production of fine palticles. In this study， an el1pirical forl1ula was developed with th巴goalof obtaining an 
average particle size of D50. MOI・'eover，particle production was performed at a disc rotation speed of at least 
100，000 rpm， which was greater than that r巴portedin previous studies. Our results showed that with Sn-13 
mass%Sb (caled Sn-13Sb)， the average particle size produced at a disc rotation speed of 15，000 rpm was 12.8 
μ11， with 96.5% ofthe particles sl1aler than 25μm. 
(2)学会等発表の状況
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年 6月
30年度末
までの予定
① 国際学会等 0件 0件 5件 3件 1件 2件 0件
② 圏内学会等 0件 0件 4件 8件 2件 1件 1件
く招待講演〉
① 国際学会等総数 11 件(本主なものの記入は5件以内)
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 場所(園、都 期日
市)
Tsunel1oto High Value Manufacturing for 次世代自動車宮城県エ 仙台 2016/10/11 
Kuriyagawa Automobile Applications ※基調講 リア国際シンポジウム
演 Global/Local Innovations 
for Next Generation 
Automobiles 2016 
Tsunemoto Future of High value manufacturing 山東大学講演会 中国 2016/11/14 
Kuriyagawa -Introduction of bio-medical 
applications-
Tsunemoto Future of High value manufacturing 台湾磨粒加工学会ー公 台湾 2017/12/8 
Kuriyagawa (Introduction of bio-medical 益社団法人砥粒加工学
applications) 会ジョイント講演会
Tsunemoto Future of High Value PRESM2018(1nternational 北海道、札幌 2018/7/4 
Kuriyagawa Manufacturing (Introduction of Symposium on Precision 




Tsunemoto Future of High Value 14th China-Japan Harbin， P.R. 2018/9/13-







































29.9.28 【厨川・嶋田/水谷研】 日本冷凍空調学会賞・優秀講演賞 講演内容が極めて優秀であ
長 谷 川朔(博士課程学生) り冷凍空調技術の発展に貢
Researchテーマ⑧に該当 献すると認められたため.
《開発研究成果の社会・経済・産業への還元状況に関するコメント》・はんだ製造技術に関しては、これまでにない画期的な成果を挙げている。











































































































































































































































上記1.-4 までの評価に基 |民間企業への技術移転，知的財産権の確保，論文 ・著書・学会


































































































































(a)傾いたビノレ (b)地面から 4mでの杭の曲げ損傷 (c)杭頭で、の圧壊















































































































































































24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年度
度 度 度 度 度 度
①開発研究成果が特許権又はその他の 0件 1件 0件 2件 0件 0件 0件
知的財産権(受ける権利を含む)の実施
許諾あるいは譲渡によって民間企業へ (0件) (0件) (0件) (0件) (0件) (0件) (0件)
技術移転された件数 (うち東北7県也1)
内の民間企業への技術移転件数)
②①以外の形での民間企業への技術移 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
転件数 (同 上 ) (0件) (0件) (0件) (0件) (0 件) (0件) (0件)
③上記の①又は②の中で「新産業分野山} 0件 2件 0件 0件 1件 0件 0件
創出」に結びついたもの又は期待で‘きる







2 5年度 株式会社阿部 支圧プレート内包型ピン接合機構
25年度 株式会社阿部 カバープレート外装型ピン接合機構




24年度 25年度 26年度 27年度
① 発明件数 0件 1件 0件 0 件
② 特許権出願件数 0件 1件 0件 0件
特許権出願件数のうち圏内 0件 1件 0件 0件











0件 0 件 0 件







出願番号 発明者 出願人 出願臼 登録日 国名 出願日 |登録日
PCT 






備考 本研究開発に関する特許は全部で 4件あるが，下記の 3件lまNICHeプロジェクトに出願したものである。
「住州l固定的造J(発rYl在 :和田22，金|日勝徳，木村祥裕(づ制ln2∞9.1.18) ，出願者:長1町大学:東京工業大学，株式会社情造



















作用力の算定法，日本建築学会構造系論文集，第 78巻 688号， pp. 1149-1158， 2013.6 
2)木村祥裕，金田勝徳，和田章:新しい柱脚支持機構を有する鉄骨ラーメン骨組の終局耐震能力及び柱の要
求性能評価に対する魚骨形骨組の適用，日本建築学会構造系論文集，第 77巻 675号， pp.765-773， 2012.5 
2.全層梁降伏型柱脚機構を有する鉄骨ラーメン骨組における梁の保有性能評価
3)吉野裕貴，木村祥裕補剛形式の異なる編心補岡1] H型鋼圧縮部材・の弾塑性座屈荷重に対する等価補剛剛
性評価，鋼構造論文集，第 20巻 79号， pp.41・51，2013.9
4)木村祥裕，吉野裕貴:引張側フランジ補岡1]された H 形鋼梁の横座屈荷重に及ぼす連続補問1]材の水平・回転
拘束効果と補剛耐力，日本建築学会構造系論文集，第 78巻 683号， pp. 193-201， 2013.1 
5)鈴木敏詞，木村祥裕，笠井和彦 :交番繰り返し制i力作用下での連成座屈を生じる H形鋼梁の塑性変形性
能，日本建築学会構造系論文集，第 83巻 744号， pp.297・307，2018.2
3.全照梁降伏型鉄骨ラーメン骨組を実現するための杭基礎の保有性能評価
6)木村祥裕，岸野泰典，田村修次:遠心載荷装置を用いた上屋・杭基礎ー液状化地盤系における中空円形断
面杭の動座屈実験， 日本建築学会構造系論文集，第 80巻 717号， pp.1707・1716，2015.1
7)木村祥裕，的場萌子，後藤天志郎，田村修次:遠心載荷装置を用いた上屋・杭基礎一地盤系における液状化
地盤の杭頭補強鋼管杭の終局耐力評価，日本建築学会構造系論文集，第 82巻 738号，pp.1221・1231，2017.8 
4.全j胃梁降伏型柱脚機構の開発(最下層鉄骨柱と RC柱接合部ディテールの開発)
8)木村祥裕，古川幸，金田勝徳，渡辺亨，和田章:居中間型柱脚機構を有する鉄骨ラーメン骨組における最下
居住の圧縮力伝達機構と鉄骨柱支点部の圧縮耐力，日本建築学会構造系論文集，第 80巻 712号， pp.905-
915，2015.6 
9)古川|幸，山口政之，佐伯英一郎，施均，木村祥裕:密閉ゴム式回転支承を適用した府中間ピン柱)j却を有する




24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
① 国際学会等 2件 3件 2件 3件 4件 6件 6件
② 圏内学会等 17件 19件 17件 25件 27件 27件 28件
-93-
く招待講演〉
① 国際学会等総数 3 件(*主なものの記入は5件以内)
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 場 所 (園 、都 期日
市)
木 村祥 裕 Dynamic collapse mechanism and 1 th lnternational スペイン・アリカ H29.7.5-7 
ultimate strength of steel pi les in conference on 
liqllefied soil based on centrifuge tests Earthquake Resistant ンテ
Engirleering Structures 
木村 祥裕 Estimation of dynamic buckling 6th lnternational タイ・ノくンコク H28.11.15-16 
strength of circular TlIbe piles with Conference on 
1 iqlefied soi 1 Geotechnique， 
Construction Materials 
and Environment 
木村 祥裕 Lateral buckling behavior and blckling International 日本・横浜 H28.7.8 
strength estimation of H-shaped beams Engineering Mechancs 
L一一一一一
with continuous braces 2016 
② 圏内学会等総数一豆一件(*主なものの記入は5件以内)















平成 30年度 JSCA九 H30.6.12 
州支部講演会




第 89回 耐震工学研究 H28.1.28 
L>.. 
コ:;;
平成 27年度 JSCA九 H27.10.9 
州支部講演会
【注】NICHeでのフ.ロシ'I?トに関係するものに限ります。(本主なものの記入は 5件以内)
期 日 受賞者名 主催者・賞名 E里 由




H28.11 木 村祥裕 Keynote Paper Award of GEOMATE 当該国際会議で最も優れた
2016 論文で、あったため
H26.ll 木 村祥裕 鋼構造協会論文:n: 鋼構造協会発刊の論文の
中で，最も優れた論文であ
ったため























24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
件数 3件 3件 8件 8件 7件 5件 4件
民間からの
金額(百万円) 2.3百万 6.3百万 7.4百万 19.4百 17.3百 12.5百 14.4百
資金
円 円 円 万円 万円 万円 万円
件数 2件 3件 3件 3件 3件 5件 4件
固からの
金額(百万円) 5.3百万 7.1百万 6.5百万 5.1百万 8.7百万 11百万 16百万
資金
























(2) 1. ， 3.で得られた成果を踏まえて，今後首都圏，阪神圏，中京圏で生じうる東海・東南海・南海地震を想
定した，複数回の長周期巨大地震動を受ける超高層建築物の倒壊メカニズPムを明らかにし，用中間ピン柱脚の
適用の可能性を検討してして。なお，本研究助成は準備研究として平成 30年 10月"-'31年 9月までの一年間

































































































(合同会議、合同実験)回数 :平成 27年度 (4回、 8回)
平成 28年度 (1回、 9回)、平成 29年度 (3回、20回)






















































































なっている。こうした課題を扱う プロジェク トや研究 WG(例

































































木プロジェクト関係で 3件の表彰 (うち NICHe2件)を受けて
おり、高く評価されるべきである。























































































































































線通信実現のための ICチップレベノレの低ノイズ化技術の研究開発(平成 2_.， 25年度)Jの成果
である (a)ICチップレベル高周波磁性体技術、および(b)LTE級受信 RFIC診断評価技術を基盤
として、N1CHe次世代移動体システム研究プロジェク トの(c)電気自動車 ・ワイヤ レス給電技術
が連携してはじめて実施可能となったものであり 、[材料分野]高周波磁性体の材料応用 ・解析 ・





















教 授 ・ 山 口 正 洋
移動体通信のトラヒックは今後も急速な拡大が予測され、広帯域の周波数を確保するため、 2020年頃
には、 SHF帯までの更に高い周波数への移行が予想されている。













































































イ |のためのフィルタ リング技術 技術 トーキン
開発




















































































トを主導した。東北大学 NICHeの求心力は、 (a)研究代表者の持つ高周波磁性体応用・解析・計測技術、 (b)
研究代表者の先行プロジェクト「高速・高品質な無線通信実現のための ICチップレベルの低ノイズ化技術の



































































① 修士号取得者(うち本学) 1人(1人) 1人(0人) 1人(1人) 1人(0人)
(うち社会人) O(人) (0人) (0人) (0人)
② 博士号取得者(うち本学) 0人 0人 0人 1人(1人)



























① 開発研究成果が特許権又はその他 0件 0件 0件 0件 0件 0 件
の知的財産権(受ける権利を含む)の




②①以外の形での民間企業への妓術移 0件 0件 0件 0件 2件 2件
転件数 (向上 ) ( 0件) (0件) (0件) (0 件) (1件) (1件)
③ 上記の①又は②の中で「新産業分野山 0件 0件 0件 0件 2件 2件
創出Jに結ひ.ついたもの又は期待できる








① 開発研究成果が特許権又はその他 0件 0件 0件 0件 0件 0件
の知的財産権(受ける権利を含む)の




②①以外の形での民間企業への技術移 0件 0件 0件 0件 4件 4件
転件数 (向 上 ) ( 0件) (0件) (0件) (0件) (2件) (2件)
③ 上記の①又は②の中で「新産業分野山 0件 0件 0件 0件 3件 3件
創出Jに結びついたもの又は期待で、きる

















27年度 28年度 29年度 30年度 合計
① 件数 0件 0件 0件 2件 2件
(うち東北7県;主 1)内の民間企業に関係する件数) (0件) ( 0件) ( 0件) ( 1件) ( 1件)
② 上記の①の中で「新産業分野創出Jfこ結びつ
いたもの文は期待できるものと思われる件数









① 発明件数 0件 0件 0件 0件 0件 0件
② 特許権出願件数 0件 0件 21牛 0件 1件 3件
特許権出願件数のうち圏内 0件 0件 1件 0件 1件 2件
特許権出願件数のうち国外 0件 0件 0件 0件 1件 1件





27年度 28年度 29年度 30年 6月 30年度末 合計数
までの実績 までの予定
① 発明件数 0件 0件 0件 0件 0件 0件
② 特許権出願件数 2件 4件 8件 0件 3件 17件
特許権出願件数のうち圏内 2件 4件 8件 0件 3件 17件









出願・取得済みの特許は、総数東北大学 NICHe 1件、 全機関 14件であるが、その代表的なものは以
下のとおりである。
圏内申請 圏外申請またはPCT
出願番号 発明者 出願人 出願日 登録日 国名 出願日 登録日
PCT 
4寺願 2016-207088 五十嵐利行 卜ーキン 2016.10.21 





4寺願 2017-148779 栗本正樹、 トーキン 2017.3.19 
近藤幸一
特E願 2017-143493 近藤幸一、 トーキン 2017.7.25 
池田 Eヨ
特願 2017-148779 栗本正樹、 トーキン 2017.8.1 
(判) 近藤幸一、
j也田 Eヨ





特願2017-240927 五十嵐利行 トーキン 2017.12.15 
特願 (2018年) 栗本正樹、 トーキン 2018.3.1 
近藤幸一、 首都大学東
清水敏久 尽




















27年度 28年度 29年度 総数
までの実績 までの予定
① 論文・著書数 0件 3件 5件 1件 2件 10件
査読付き学術論文および国際会議論文(全機関)
30年 6月 30年度末
27年度 28年度 29年度 総数
までの実績 までの予定
① 論文・著書数 0件 4件 8件 1件 2件 14件
<研究論文>







① 国際学会等 1件 5件 8件 5件 9件 23件






① 国際学会等 2件 6件 10件 5件 16件 34件
② 圏内学会等 8件 24件 25件 0件 9件 66件
口
δ
① 国際学会等総数東北大学 NICHe19件、全機関 23件(*主なものの記入は 5件以内)
<次の主な発表は、すべて招待講演>
言書官演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 場所(園、都 期日
市)
Masahiro SiP Packaging-Compatible The 7th Asia-Pacific 深刻1，中国 2016年
Yamaguchi Magnetic Thin-Film Noise International Symposium 5月 19日
Suppressor to Countermeasure on Electromagnetic 
Digital Noise from Power Electronics Compatibility & Signal 
Devices Integrity and Technical 
Exhibition (APEMC206) 
Masahiro Magnetic Integrated Passives for IEEE INTERMAG Europe Dublin， 2017年
Yarnaguchi Information and Communication 2017 アイルランド 4月 25日
Technology 
Masahiro Magnetic noise suppressor to EMC Joint Workshop in Singapore， 2018年
Yamaguchi facilitate compatibilty between Singapore シンガポー 5月 18日
power electronic system and next lレ
generation RF IC for 
telecommunication 
Masahiro RF IC Chip Level Noise Suppressor Moscow International Moscow， 2017年
Yamaguchi Against Power Electronic Noise Sympos山mon ロシア 7月 2日
Injection for Near-Future Magnetism 
Telecommunication Systems 
Masahiro Hexaferrite Composite Sheet to be The 5th International J司u，韓国 2018年
Yamaguchi Embedded in IC Chip for SHF- Conference of Asian 6月6日
Range Noise Suppression Union of Magnetic 
Societies 2018 
② 圏内学会等 総数 東北大学 NICHe 34件、全機関 57 件 付 主なものの記入は 5件以内)
<次の主な発表は、すべて招待講演>
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 期日
山口正洋 磁性体による無線通信用 RFICチツ 電子情報通信学会環境電磁工 2015年 12月 18日
プレベルの低ノイズ化技術 学研究会， EMCJ2015-101 
山口正洋 無線通信用 RFICチップレベルの低 半導体理工学研究センター第 2016年 1月 26日
ノイズ化のための磁性薄膜実装技術 74回 STARCアドバンストセミナ
- EMC・ノイズ対策技術
山口正洋 ノイズ抑制シートの今後の展望 電子情報通信学会総合大会企 2016年 3月 15日
画セッション 81-2・8
山口正洋 インバータ機器の不要電磁波と無線 電子情報通信学会ソサイエティ 2016年 9月 21日
通信 大会企画セッション 81・2・7




(1 )各種表彰・受賞の名称及び内容総数東北大学 NICHe2件、全機関 3 件
期 日 受賞者名 主催者・賞名
2015年 1馬静言 I Eight 2015 Korea-Japan Joint 
11月 23日 I (東北大学NICHe)I Conference on EMT /EMC/BE (KJJC-
2015). Student Poster Award. 
“Effect of Conductive and Inductive 
Noise Suppression of Magnetic Film 
through Electromagnetic Analysis" 
理由
2016年 大平祐介 電子情報通信学会環境電磁工学研究|下記論文の口頭発表に対する
10月 21日 I (トーキン) 会、年間若手優秀賞、


























































































28年度 29年度 30年度 合計
0件 0件 0件 0件
0百万円 0百万円 0百万円 0百万円
1件 1件 1件 4件
68百万円 71百万円 67百万円 241百万円
28年度 29年度 30年度 合計
0件 0件 0件 0件
0百万円 0百万円 0百万円 0百万円
5件 5件 5件 20件


























































































































EMC Sapporo & APEMC2019におけるオーガナイズ、ドセッション(2019年 6月)、電子情報通信学会ソサイ





(研究プロジェクト評価書面審査委員氏名 :。油田信一、 高橋弘、田所諭 ) 








































































































































































































































































-2015~ ヨ 圃圃・.，. [11(:症書同圃圃 -E稲Eヨ~ -201盃霊童.-201盃霊童.
火山対応
〉 火山探査用空中移動ロボッ卜の研究開発(NEDO) ) I 
| 実現場への試行的導入
























ARGOS Ch山 nge参加(イム TOTAL) > 
予 防燥ロボットのプラント点検(三菱重工業)
クローラ型ロボットの移動技術.制御技術.自律動作技術











































平成 27年後半より平成 30年度末まで， ImPACTタフロボティクスチャレンジの下で，飛









ポスドク 桐林 :建設機械を担当.NEDO， ImPACTの経質'で雇用.




































































































た.また，平成 29年 4月以降は， 三菱重工業(株)と共に，同テーマに関する研究を進めている.





ある.我 の々研究グ‘ノレープは，書類選考を通過し， 主催側よ ー山叫吋
り提供された開発費を基にロボットシステムを製作し，プランスの Lacqで開催される計 3回のコ



































































① 修士号取得者(うち本学) 5人 4人
(うち社会人) (人) (人)




① 民間等共同研究員 0人 0人
② 受託研究員 0人 0人
③ ポスドク 0人 1人
④ 修士課程・博士課程 14人 10人













平成 27年度に COLABSの枠組みで，修士学生(速水)がカーネギーメロン大学の Prof.Howie Choset 
の研究室に 6ヶ月滞在し，建設ロボットの遠隔操縦に関する研究開発を行った.また，平成 28年度に
は，博士学生(大塚)がメリーランド大学 AlfredGessow Rotorcraft Centerに4ヶ月滞在し，飛行ロ















27年度 28年度 29年度 30年度
⑥ 開発研究成果が特許権文はその他 0件 0件 0件 0件 |
の知的財産権(受ける権利を含む)




③ ①以外の形での民間企業への技術 0件 2件 1件 0件
移転件数 (向上 ) ( 0件) ( 0件) ( 0件) ( 0件)
④ 上記の①又は②の中で「新産業分野1 0件 0件 0件 0件
創出JIこ結ひ.ついたもの又は期待できる





時期/予定時期 企 業 ・組織名
平成 28年 株式会社エンルート
平成 28年 株式会社アーノレティ
平成 30年 3月 国際航業株式会社
平成 32年 3月予定 三菱重工業株式会社




























発表した論文は、 総数 20編であるが、 その代表的なもの(4編)は以下のとおりである。
サブテーマ 1:火山対応 (火山噴火時に火山の状況把握を行うロボット技術)
Keiji Nagatani， Seiga Kiribayashi， Ryosuke Yajima， Yasushi Hada， Tomoaki Izu， Akira Zeni:y仇
Hiromichi Kanai， Hiroyuki Kanasaki， Jun Minagawa， Yuji Moriyama， "Micro-Unmanned Aerial 
Vehicle based Volcano Observation System for Debris Flow Evacuation Warning"， Journal of Field 






サブ、テーマ2 原発災害対応(原発災害対応に関する ロボッ ト技術)
幸村貴臣，桐林 星1可，永谷圭司， "不整地狭小空間における不整地移動マニピュレータの遠隔操作支援









サブテーマ3 インフラ点検 (インフラ点検に関するロボッ ト技術)
Daisuke Endo， Keiji Nagatani， "Assessment of aτ'racked Vehicle's Ability to Traverse Stairs"， 
ROBOMECH Journal， Volume 3， Issue 1， pp. 20・32，(2016) 





























Keiji Research， Development and Field Test 
Nagatani of Robotic Observation Systems for 
Active Volcanic Areas in Japan 







Conference on Inteligent 












講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 期日




























2018年 11月 20日 l
由
平成 29年 Daisuke Endo， 日本機械学会ロボティクス ・ ROBOMECH Journalに掲載










































2. NEDOインフラ維持管理 ・更新等の社会課題対応システム開発プロジェク ト:r土石流予測を目
的としたセンシング技術ならびに高精度土石流シミュレーションシステムの開発j，国際航業株式
会社からの委託研究，平成 28""'29年度まで合計 24百万円
3. NEDOエネノレギー ・環境新技術先導プログラム :r劣悪環境下での作業機械のロボット化技術の
開発J，平成 29年度東北大グループで 20百万円
4.三菱重工業共同研究 「狭隆通路通過・階段昇降に関する研究J，平成 30年度 6百万円






ネノレギー・環境新技術先導プログラムは，平成 29年度の単年度予算であったが，平成 30年度より NEDO



















































































































































































































































































(Development of novel functional crystals and their devices) 
プロジェクトリーダーの職名・氏名



























































































































































































































































































難加工性合金材料の開発では、 2018年度から研究室発ベンチャーの C&A社と貴金属メーカーとの NEDOプ































28年度 29年度 30年 6月 30年度末
までの実績 までの予定
①開発研究成果が特許権又はその他の 2件 2件 3件 3件
知的財産権(受ける権利を含む)の実施
許諾あるいは譲渡によって民間企業へ ( 2件) ( 2件) ( 3件) ( 3件)
技術移転された件数(うち東北7県注1)
内の民間企業への技術移転件数)
②①以外の形での民間企業への技術移 0件 2件 1件 2件
転件数 (向上 ) ( 0件) ( 2件) ( 1件) ( 1件)
③上記の①又は②の中で「新産業分野注2) 0 件 2件 1件 2件
創出」に結びついたもの文は期待できる






時期/予定時期 企業・組織名 活動 内容
2017.12.31 (樹C&A、(欄シリコンプラス しa-GPSシンチレータ結晶の2インチ化
2018.3.31 (欄C&A GFAGシンチレータ結晶の3インチ化、アレイ製品化
2018. 6.30 東芝照明プレシジョン側、 (柑PiezoStudio ランガサイト型圧電結晶と、その振動子製品化
2018. 5.31 側C&A IrおよびIr系合金の線材化技術
2019. 3.31予定 アダマンド並木精密宝石附 形状制御したシンチレータ結晶の製品化



















① 発明件数 4件 7件





















出願番号 発明者 出願人 出願日 登録日 国名 出願日 登録日
PCT 
特願 2016- 鎌田圭、吉川彰、 東北テクノア 2016.10.18 審査中 PCT 2015.4. 審査中
516414 横田有為、黒j畢俊 ーチ(樹 30 
介、庄子育宏 C&A 
特願 2017・ 黒j畢俊介、吉川 東北大学 2016.5.25 審査中 PCT 2016.5. US 




特願 2016- 吉川彰、横田有 東北大学 2016.2.25 審査中 PCT 2017.2. 審査中






特願 2018- 吉川彰、横田有 東北大学 2018.5.29 審査中 PCT 2018.6. 審査中










特願 2016・034145 ランガサイト型圧電結晶で調和融液組成。希土類元素を置換しコス トダウン、特
性は同等。





28年度 29年度 30年 6月
①実用新案権の出願件数 0件 0件 0件
(登録件数) ( 0件) ( 0件) ( 0件)
②意匠権の出願件数 0件 0 件 0件



















28年度 29年度 30年 6月
までの予定
① 論文・著書数
52件 29件 6件 30件
②論文・著書の引用数





[1] Fabrication of Metalic Fibers with High Melting Point and Poor Workability by Unidirectional Solidification 
Y. Yokota， Takayuki Nihei， KlInihiro Tanaka， Koichi Sakairi， Valery Chani， YlIji Ohashi， ShllnsulくeKurosawa， Kei 






[2] Czochralski Growth of 2 in. Ca3Ta(Ga，Al)3Si20 14 Single Crystals for Piezoelectric Applications， A. 
Yoshikawa， Y. Sh吋i，Y. Ohashi， Y.Yokota， Y.1. Chani， M. Kitahara， T. Kudo， K. Kamada， S. Kurosawa， A. 
Medvedev， and Y. Kochurikhin， J. Crystal Growth， 452 (2016) 135. 
新規ランガサイト型単結晶の2インチの大型結晶の育成に成功。
[3] Dependence of acoustic property on Al substitlltion for Ca3Ta(Ga l-xAlx)3Si20 14 single crystals， Y.Ohashi， 
M. Arakawa， T.Kudo， Y.Yokota， Y.Shoji， S. Kurosawa， K. Kamada J. Kushibiki and A. Yoshikawa" Jpn. J. 
Appl. Phys.， 55 (20 (6) 07KB06. 
新規ランガサイト型単結晶の材料定数決定し、振動子の最適カット角・組成の導出に貢献。
[4] Effects of Al substitltion for Ca3Ta(Gal-xAlx)3Si2014 piezoelectric single crystals， Y.Yokota， Y.Ohashi， 
T. Kudo， Y.Y. Kochurikhin， A. Medvedev， S. KlIrosawa， K. Kamada， and A. Yoshikawa" J. Crystal Growth， 
468 (20 (7) 321. 
様々な Al置換組成のランガサイト型結晶の育成に成功。
特定小電力無線向け弾性表面波(SAW)フィJレタの開発
[5] Temperature dependence of acoustic property of Ca3Ta(Ga，Al)3Si20 14 single crystals， Y. Ohashi， M. 
Arakawa， Y. Yokota， Y.Shoji， A. Yam匂i，S. Kurosawa， K. Kamada and A. Yoshikawa， Jpn. 1. Appl. Phys.， 56 




[6] Crystal growth and piezoelectric properties of Ca3Ta(GaO.9ScO.l )3Si20 14 bulk single crystal， Y.19arashi， Y.
Yokota， Y. Ohashi， K. Inoue， A. Yam勾i，Y. Shoji， K. Kamada， S. Kurosawa， and A. Yoshikawa， J.Crystal 
Growth， 485 (20 (8) 69. 
発電用途で有利な圧電定数の向上が期待される Sc置換のランガサイト型バルク単結晶の育成に成功した。
新規パイロシリケート型結品の開発
[7] Growth， Structural Considerations， and Charact怠rizationof Ce-Doped (La，Gd)2Si207 Scintillating Crystals， 





[8] Comprehensive study on Ce-doped (Gd， La)2Si207 scintillator， S. Kurosawa， T.Horiai， R. Muralくami，Y. 






[9] Crystal structure ofCe-doped (La，Gd)2Si207 grown by the Czochralski process， R. Murakami， S.Kurosawa， 
H. Yamane， T. Horiai， Y. Shoji， Y.Yokota， A. Yam勾i，Y. Ohashi， K. Kamada and A. Yoshikawa， 1. Aloys 
Compd. 748， (20 (8) 404. 
われわれが開発したパイ口シリケート型シンチレータ結晶の結晶構造を初めて明らかにした論文である。
J、口ゲン化物結晶シンチレータの開発
[10] Growth and Scintillation Properties of Two Inch-Diameter SrI2(Eu) Single Crystals， Y.Shoji， S. KlIrosawa， 
Y. Yokota， S. Hayasaka， K. Kamada， M. Yoshino， A. Yamaji， Y. Chani， Y. Ohashi， S. Sakuragi， and A. 










講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 場所(園、都市) 期日
A. Yoshikawa Growth and characterization of 5th lnternational Warsaw， Poland 2016年 4
directionally solidified eutectic Workshop on 月 4日
systems for scintiIator application DirectionaIIy Solidified 
Eutectic Ceramics 
Y. Shoji Growth and Scintillation Properties of The 18th International Nagoya， Japan 2016年 8
2inch diameter Srb(Eu) single crystal Conference on Crystal 月 7日
Growth and Epitaxy 
A. Yoshikawa Design， gro¥vth and characterization of The 12th Paci fic Rim Hawaii， USA 2017年 5
directionaly solidificd eutectics for Conference on Ceramic 月 21日
scintiIator application and Glass Technology， 
including Glass & 
Optical Materials 
Division Meeting 
S. Kurosawa Comprehensive Study of Pyrochlore Phosphor Safari and the Gdansk， Poland 2017年 7
Phosphors doped with Rare Eal1hs 6th International 月 11日
ーOpticalproperties， Temperature Workshop on Advanced 
dependence Spectroscopy and 
Optical Materials 
Y. Yokota Crystal Growth and Scintilation The7th Asian Changchun， 2017年
properties of Pr-doped Srb Single Conference On Crystal China 10月 15
Crystals Growth and Crystal 日
Technology 
②圏内学会等総数ユ件(*主なものの記入は5件以内)
講演者名 講演題目 シンポジウム等の名称 期日
吉川 彰 マイクロ引き下げ法:20年間の適用範囲 第 64回応用物理学会春季 2017年 3月 14日
拡大への挑戦 学術講演会
山路晃広 近赤外領域発光シンチレータ結晶の開 第 78回応用物理学会秋季 2017年 9月 8日
発とその進捗 学術講演会
鎌田圭 アルカリ金属共添加 Ce:Gd3(Ga，Al)5u 12 第 78回応用物理学会秋季 2017年 9月 8日
のシンチレータ特性均一性制御と大型単 学術講演会
結晶作製技術の開発











期日 受賞者名 主催者・貫名 E里 由
平成 28年 黒j畢俊介 公益財団法人本多記念会・原田研 シエールガス、オイル等の大




平成 28年 吉川彰、鎌田圭、庄子 一般財団法人材料技術振興財団・ 新規ガーネット型シンチレー
11月 25日 育宏 山崎貞一貰 タ結晶の開発と大学発ベン
チヤ一企業による実用化
平成 28年 Yuui Yokota， Yuji AMEC田 2016committee. The 10th Phase Formation and Crystal 
12月 6日 Ohashi， Kenji [noue， Asian Meeting on Electroceramics Growth of Sintered Powder 
Kei Kamada， (AMEC-10， 2016) poster award for C3TaAbSi2014 
Shunsuke Kurosawa， Piezoelectric Material 
Akira Yoshikawa 
平成 29年 Yuui Yokota， Yu The 7th Asian Conference on Crystal Crystal Growth and Crystal 
10月 17日 19arashi， Yuji Ohashi， Growth and Crystal Technology Technology Best Poster 
Kenj i lnoue， Masao committee. The 7th Asian Conference Awards Phase Formation， 
Yoshino， Akihiro on Crystal Growth and Crystal Crystal Growth and 
Yamaji， Shunsuke Technology Best Poster Awards Piezo巴lectricProperties of 
Kurosawa， Kei Ca3 TaGa3Si2014 Piezoelectric 
Kamada， Akira Single Crystal 
Yoshikawa 
平成 29年 吉川 彰、横田有為、 一般財団法人素形材センター・第 引き下げ法によるイリジウム



































































































































1. 1=1 時 平成 30年 11月 30日 (金) 12:30"'16:30 
2.場所 東北大学東京分室








プロジェク トリーダ一発表 10分、質疑応答 10分、討議 5分
① 吉川プロジェク ト (中間評価)









未来科学技術共同研究センター センタ一長 長谷川 史彦
未来科学技術共同研究センタ一 副lセンター長 後藤 昌史
未来科学技術共同研究センター 副センター長 阿部 敬悦
未来科学技術共同研究センター センター長補佐鈴木 高宏













平成 30年度 NTCleプロジェクト評価 書面審査委員名簿
司~~ . l'、， ， ・""..，・"、 >-司、.""語、 ι~ "，.、、~ ，、 J 
プロジェクト~ 1;5口氏名 所M.J[i&f， 
。布1;本 i作一 |斗立大中法人)L州大学 l.t;JI) )j乍研究所教授
古川 p.J ，:1， 凶立大学法人見L京大学 大';q;e[.学系研究科 社会辿~m . "医学協β1I打tili宣伝 ・教佼
下~rl IlMi)¥ 同立大'下法入信州大学 環境 ・エネルギー材料科学研究所長 ・教佼
。大j汀民一日1 公futJl1同法人J/<道技術研究センタ- .DI! ~Ir 1i: 
大村 PJ 円小川久it 公よ在住I-ili.t:人日本ド水道協会 顧問l
ヨsm、 秀人 メタウォータ一株式会社技監
。矢，1ゐ健児 マテリアルエコリファイン隊式会社 取締役相談役
小池 PJ 主 -"1長 lt[ ~L大学法人氷点'工業大学 学1i:
北野正tlr. 凶也大学7t人京都大学理事 .1M午長
。)1:1-1俊郎 同立大学法人民手大学 名件数佼
厄.f)1[P J 大森放 同立研究開発法人理化学研究所ぷ}f~j;.j工学研究室 主任研究日
新型f 秀;五 国立大学法人見~)rt じ業大学 ぶ%Ni業技術研究所 教授
。緑川光正 凶立研究開発法人住築研究所 J1Il 'I~長 / 北海道大学名作教授
木村 PJ )1:戸岡秀樹 同立大学法人名占j歪工業大学 刈JtI防災工学センター センタ一長 ・教佼
)1版.ili伝 株式会社il築f，VijJiセンター 取締役 ・点北'1，:務所長
。和|士IfeE己 凶也大学1:人京都大学大学院工学研究科"r1気工学'，IJ:攻 教授
山口 PJ 4公ノド Jぷ l司立研究開発法人 情報通信研究機構'，u:磁波研究所 川磁環炭研究室長
原In ~.~志 株式会社トーキン日ICエンジニアリング E~ICテクニカルセンター 技師長
( 1:j!l. ~JJ; 目的
平成 30年度 NICleプロジェク ト評価 汗面審査委員名簿(追加実施分)
ー I ~. 11111可Ir r r晶 ェ....:-........- ... ，、.~、、~ . ..、~ ~ ， 
プロジェク 卜 ~ 委口氏名 所属 ・職f，
。illn r;:j'一 ~iliì r.業大学 S1T総合研究所特任教佼
水谷 PJ 市il，品弘 同立大学法人東北大学大学院.6;1.1>"2科学術究科 先進社会mtj'~午'.Il攻 教授
Hi所論 凶¥1.大学法人京北大学大学院↑白線科うと研究科 応用tr'r'ji!l科学。'!iJ央 教 授




0平成 30年 1 月 30日 (金) 東北大学東京分室
時 間 次第等 備 考
1 12・30-12・31 (1 ) 開会及びセンタ一長挨拶
2 12:31-12:33 (2) 委員の紹介
3 12: 33 -12: 40 (7) 委員長の選出及び評価方法の説明
4 12: 40-12: 50 (10) 吉川 発表(リーダ一)
① 12: 50-13: 00 (10) プロジェクト 質疑(委員、リーダー)
13: 00-13・05 (5) (中間 3年目) 討議(委員)
② 13: 05 -13 : 15 (10) 大村 発表(リーダー)
13・15-13: 25 (10) プロジェクト 質疑(委員、リ ーダー)
13・25-13: 30 (5) (最終 5年目) 討議 (委員)
13: 30-13: 40 (10) 休憩
③ 13 :40-13・50 (10) 小池 発表(リーダー)
13:50-14:0。(10) プロジェクト 質疑(委員、 リーダー)
14: 00-14: 05 (5) (最終7年目) 討議(委員) 」
④ 14・05-14・15 (10) 厨川 発表(リーダー)
14・15-14:25 (10) プロジェクト 質疑(委員、 リーダー)
14: 25-14: 30 (5) (最終 6年目) 討議(委員)
14・30-14:40 (10) 休憩
⑤ 14: 40-14: 50 (10) 木村 発表(リーダー)
14: 50-15: 0。(10) プロジェクト 質疑(委員、 リーダー)
15 : 00 -15 : 05 (5) (最終7年目) 討議 (委員)
⑥ 15 : 05 -15 : 15 (10) 山口 発表(リーダー)
15・15-15: 25 (10) プロジェク ト 質疑(委員、リーダ一)
15目 25-15・30 (5) (最終4年目) 討議(委員)
15: 30-15: 40 (10) 休憩
5 15: 40 -16: 25 (45) 討議及びまとめ (評価委員)







改 正 平 成10年 6月 9Fl規第 117号
平成12年 3月31 I:l規第55号
平成 13年3月 31円規第74号
平成 14年4月 16日規第 128号
























































































































附員IJ(平成 13年 3月31日規第 74号改正)
この規程は、 平成 13年4月 1日から施行する。
附則(平成 14年4月 16日規第128号改正)
この規程は、平成14年4月 16日から施行する。
附則(平成 14年 7月 16日規第135号改正)
この規稗は、 平成14年 7月 16日から施行する。
附則 (平成 15年 9月 16日規第98号改正)
この規程は、平成 15年 10月 1日から施行する。
附則(平成16年4月 1Fl規第198号改正)
この規程は、 平成 16年4月 1日から施行する。
附 見Ij(平成 17年4月 1円規第82号改正)
この規程は、平成 17年4月 1日から施行する。
附員IJ(平成 17年 12月27日規第 186号改正)抄





























































































(1) 各プロジェク トの開発研究成果の社会(世界 ・円本 ・出或)、経済、産業への還元結果
(2) 各プロジェクトの研究費の実績
(砂 各プロジェク トの開発研究計画に照らした開発研究の進捗状況に係る全体としての評
価
(心 その他開発研究の~;10rl日に必要な事項
(評価の方法等)
第8条 開発研究部等の各プロジェクトの責任者は、前条の評価事項についてとりまとめた自
己評価報告井を研究プロジェク卜評価委員会へ提出するものとする。
2 研究プロ、ジェクト評価委員会は、前項に規定する自己評価報告特に基づくほか必要と認め
た場合には、各フ。ロジェクトからのヒアリング、現地調査により評価を行う。
3 A又条第1号に規定する自己評価報告芥に関する細目は、センター長が定める。
(研究プロジェクト評価結果の運営委員会への報告)
知9条 センター長は、研究プロジェクト評価結果に意見を附した上で、運営委員会へ報告す
るものとする。
(研究プロジェクト評価報告書の公開)
第10条 センター長は、前条による研究プロジェクト評価結果の報告の後、研ー究プロジェク
ト評価報告千円:を作成し、外部に公表するものとする。
(庶務)
第 11条研究プロジェクト評価委員会及び研究フ。ロジェクト評価に関する庶務は、未来科学
技術共同研究センター事務室において処理する。
(雑員IJ)
第12条 この要項に定めるもののほか、研究プロジェクト評価に関し必要な事項は、センタ
一長が定める。
附 良Ij
この要項は、平成 16年4):J1日から施行する。
附貝IJ(平成29年4月27日改正)
この内規は、平成29年4月27日から胞行し、平成29年4月l日から適用する。
-184一
